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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur thermischen Behandlung einer Fotolackschicht auf einem Schal- 
tungssubstrat, insbesondere Halbleiterwafer 



(57) Hauptanspruch: Verfahren zur thermischen Behand- 
lung zum Trocknen oder Hartbacken einer Fotolackschicht 
auf einem Schaltungssubstrat, insbesondere Halbleiterwa- 
fer, umfassend eine Bestrahlung mit elektromagnetischer 
Strahlung, die einen Wirkanteil im Bereich des nahen Infra- 
rot, das heiSt im Wellenlangenbereich zwischen 0,8 urn 
und 1,5 urn, hat, dadurch gekennzeichnet, dass vor 
und/oder wahrend der Bestrahlung mindestens eine physi- 
kalische GroRe der Fotolackschichtn namlich deren Tem- 
peratur und/oder Feuchtegehalt und/oder Reflexlonsver- 
mogen und/oder Brechungsindex, gemessen und das Me- 
Bergebnis zur Steuerung der Bestrahlung ausgewertet und 
genutztwird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriffi ein Verfahren zur ther- 
mischen Behandlung zum Trocknen oder Hartbacken 
einer Fotolackschicht auf einem Schaltungssubstrat, 
insbesondere Halbleiterwafer, sowie eine Vorrichtung 
zur Durchfuhrung dieses Verfahrens. 

[0002] In integrierten Schaltungen werden die ein- 
zelnen Bauelemente- und Verdrahtungsstrukturen 
durch definierte Folgen von ubereinanderliegenden 
Schichten mit durch das Schaltungslayout bestimm- 
ten vertikalen und horizontalen Abmessungen reali- 
siert. Fur die Festlegung der lateralen Abmessungen 
der Bereiche und Schichten, wie etwa der Ausdeh- 
nung und Lage von dotierten Zonen, wird die Struk- 
turiibertragung durch Lithographie auf die Halbleiter- 
scheibe (den Halbleiterwafer) benutzt. In ahnlicher 
Weise werden lithographische Verfahren auch zur 
Strukturerzeugung auf anderen Schaltungssubstra- 
ten, etwa Kunststoffsubstraten fur gedruckte Schal- 
tungen (PCB = Printed Circuit Boards) oder Glassub- 
straten, benutzt. 

[0003] Die Layoutebenen von ICs werden Ebene fur 
Ebene auf Glasplatten ubertragen, welche dort, wo 
sich Layoutstrukturen befinden, geschwarzt werden 
und in den ubrigen Bereichen Licht durchlassen. Da- 
mit entstehen Masken, durch die eine fotosensitive 
Hilfsschicht auf der Waferoberflache - der Fotolack - 
belichtet wird. Je nach Art des eingesetzten Foto- 
lacks - Positiv- oder Negativresist - wird in den be- 
lichteten oder den unbelichteten Bereichen der Lack 
in einem Entwicklerbad gelost und hier durch die 
Maskenstruktur in ein Lackprofil ubertragen. 

[0004] Da jede Oberflachenschicht auf dem Halblei- 
terwafer mindestens einmal strukturiert wird, ist die 
Lithographie der im FertigungsprozeB integrierter 
Schaltungen am haufigsten auftretende Einzelpro- 
ze&, und eine mbglichst effiziente Ausfuhrung dieses 
Schrittes ist von grofter Bedeutung fur die Effizienz 
und damit die Kosten des Gesamtprozesses. 

[0005] Moderne Positivlacke fur die optische Litho- 
graphie basieren auf einem Phenolharz, welches 
durch Polymerisation von Phenol und Formaldehyd 
entsteht und ublicherweise als Novolak bezeichnet 
wird. Durch. Zusatz von Sensibilisatoren, insbeson- 
dere Naphthachinondiaziden, wird die Lichtempfind- 
lichkeit des Lackes bewirkt. Der Diazidsensibilisator 
reagiert bei der Lackherstellung mit dem Novolak und 
bildet photosensitive Makromolekule. Die entstehen- 
de feste Substanz wird in organischen LOsungsmit- 
teln (mit etwa 70 Vol.-% Anteil) aufgelfist, so da& sich 
ein sehr dunnflussiger Lack ergibt. Dieser kann in ei- 
ner Dicke von wenigen Mikrometern, beispielsweise 
durch Aufschleudern, auRerst gleichmSfcig auf den 
Halbleiterwafer aufgebracht werden. Vor der Belich- 
tung der belackten Scheiben wird der Fotolack durch 



kontrolliertes Erwarmen der Scheiben getrocknet, 
wobei alle Losungsmittelzusatze verdampfen. 

[0006] Fur bestimmte Anwendungen werden auch 
heute noch Negativlacke eingesetzt, deren physikali- 
sche Anwendungsparameter ahnlich denen der oben 
erwahnten Positivlacke sind, so daS auch hier eine 
Trocknung vor der Belichtung erforderlich ist. 

[0007] Zum Trocknen ("Soft Bake" oder "Prebake") 
wird die belackte Scheibe im herkommlichen Water- 
proof* auf eine Heizplatte transferiert und typischer- 
weise fur eine Zeitdauer zwischen 30 s und einigen 
Minuten bei einer normalerweise zwischen 90 und 
110°C liegenden Temperatur gehalten. 

[0008] Nach der Belichtung und Entwicklung wer- 
den die erzeugten Lackstrukturen - typischerweise 
bei ca. 110°C und fur etwa 30 s - hartgebacken 
("Hardbake"), wodurch die Lackstege gefestigt und 
die Haftfestigkeit und chemische Bestandigkeit des 
Lackes verbessert werden. Fur bestimmte Atzverfah- 
ren und die lonenimplantation, bei denen relativ hohe 
Temperaturen in der Lackschicht auftreten, werden 
die Lackschichten zusatzlich mit kurzwelligem 
UV-Licht gehartet ("Deep UV Hardening"). Unter dem 
Einflufi der energiereichen UV-Strahlung vernetzen 
die Lackmolekule, wodurch sich die Lackstruktur ver- 
dichtet und der Lack spater auch bei hohen Prozefc- 
temperaturen formstabil bleibt. 

[0009] Die bekannten Trocknungs- und Hartback- 
schritte erfordern ein spezielles Handling der Halblei- 
terwafer und sind auch relativ zeitaufwendig, was ins- 
besondere wegen der Vielzahl der Lacktrocknungs- 
bzw. -backschritte im Gesamtprozefc nachteilig ins 
Gewicht failt. 

Stand der Technik 

[0010] Als Stand der Technik ist zunachst das Ge- 
brauchsmuster DE 9210462 U1 zu nennen, worin ein 
Verfahren zur Warmenachbehandlung bildmaiiig be- 
lichteter Druckplatten offenbart wird, bei dem eine 
Bestrahlung der Druckplatten mittels Strahlung einer 
IR-Strahlungsquelle aus dem Spektralbereich zwi- 
schen 1000 nm und 10000 nm erfolgt. 

[0011] Weiterhin ist aus der internationalen Offenle- 
gungsschrift WO 00/38487 A1 ein Verfahren zur Vor- 
trocknung. und thermischen Endhartung einer Foto- 
lackschicht auf einem Schaltungssubstrat bekannt, 
bei dem eine Bestrahlung mit elektromagnetischer 
Straihlung aus dem Spektralbereich des nahen Infra- 
rot iwischen 760 nm und 1400 nm erfolgt. 

[0012] Ferner ist aus der deutschen Offenlegungs- 
schrift DE 4004511 A1 eine Vorrichtung zum Einbren- 
nen von lichtempfindlichen Schichten wahrend der 
Hersteliung von Druckformen bekannt, bei der das 
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Heizelement als Quarz-Halogenlampe ausgefuhrt ist. 

Aufgabenstellung 

[0013] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur einfa- 
cheren und schnelleren thermischen Behandlung 
von Fotolackschichten auf Halbleiterwafern anzuge- 
ben. 

[0014] Diese Aufgabe wird hinsichtlich ihres Verfah- 
rensaspektes durch ein Verfahren mit den Merkma- 
len des Anspruchs 1 und hinsichtlich ihres Vorrich- 
tungsaspektes durch eine Vorrichtung- mit den Merk- 
malen des Anspruchs 12 gelost. 

[0015] Die Erfindung schlie&t den grundlegenden 
Gedanken ein, zur thermischen Behandlung von Fo- 
tolackschichten auf Halbleiterwafern eine kurzzeitige 
Bestrahlung im nahen Infrarot (NIR) vorzusehen. 

Ausfiihrungsbeispiel 

[0016] Die erfindungsgemafi eingesetzte 
NIR-Strahlung la&t sich in einfacher und kostengiins- 
tiger Weise durch mit erhohter Betriebstemperatur 
betriebene Halogenlampen hoher Leistung erzeu- 
gen. Die Leistungsdichte, gemessen auf der Oberfla- 
che der Fotolackschicht, liegt bevorzugt bei Oder 
oberhalb 150 kW/m 2 , fur Glassubstrate bevorzugt 
oberhalb von 500 kW/m 2 . Die Strahlung dieser Lam- 
pen hat ihren wesentlichen Leistungsanteil im Be- 
reich zwischen 0,8 und 1,5 urn, wobei eine Einstel- 
lung auf die spezifischen Eigenschaften des jeweili- 
gen Fotolackes und der Oberflache des Halbleiterwa- 
fers in der jeweiligen Prozefistufe uber die Einstel- 
lung der Betriebsspannung moglich ist. Grundsatz- 
lich ist der Einsatz derartiger Halogenlampen insbe- 
sondere aufgrund der Reflexionseigenschaften des 
Halbleiterwafers fur Strahlung in diesem Wellenian- 
genbereich besonders vorteilhaft. 

[0017] Mit dieser Losung wird die Trocknung bzw. 
das Hartbacken (unter Vernetzung) der Fotolack- 
schicht in Zeitraumen von typischerweise weniger als 
15 s, typischerweise weniger Sekunden, ggfs. sogar 
in Sekundenbruchteilen, moglich. Hierdurch wird 
eine erhebliche Zeitersparnis im Gesamtprozefc er- 
zielt. Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt darin, dali 
die Halbleiterwafer zur Trocknung bzw. zum Hartba- 
cken nicht auf Heizscheiben transferiert werden mus- 
sen, so daft sich das gesamte Handling wesentlich 
vereinfacht. Ein weiterer wichtiger Vorzug der vorge- 
schlagenen Losung besteht darin, dafc das Substrat 
sich in dem Trocknungs- Oder Hartbackschritt nur we- 
nig erwarmt, da die Strahlungsenergie im wesentli- 
chen in der Fotolackschicht selbst aufgenommen 
wird. Dies ist besonders gunstig bei temperaturemp- 
findlichen Kunststoffsubstraten fur die PCB-Techno- 
logie. Es verringert aber auch die Gefahr des soge- 



nannten "Thermal Mismatch" von Schichtstrukturen 
auf Halbleitersubstraten und reduziert diesbezuglich 
in vorteilhafter Weise die Entwurfsanforderungen. 

[001 8] In einer Ausfuhrungsvariante wird eine groR- 
flachige Bestrahlung des Substrates (speziell eines 
Halbleiterwafers bzw. von mehreren Halbleiterwafern 
gleichzeitig) mit einer im wesentlichen konstanten 
Strahlungsdichte vorgenommen, wobei insbesonde- 
re ein NIR-Strahler (insbesondere eine Halogenlam- 
pe) mit einem im wesentlichen parabolischen Reflek- 
tor eingesetzt wird. Je nach konkreter Verfahrensfuh- 
rung werden hierbei annahernd punktformige Strah- 
ler mit paraboloidischem Reflektor Oder lineare 
Strahler mit einem langgestreckten Reflektor mit pa- 
rabolischem Querschnitt eingesetzt. 

[0019] In einer alternativen Ausfuhrungsform der 
Erfindung wird mittels eines langgestreckten Reflek- 
tors mit einem Ellipsenabschnitts-Querschnitt das 
Licht einer langgestreckten NIR-Strahlungsquelle auf 
eine im wesentlichen rechteckige Strahlungszone mit 
weitgehend konstanter Strahlungsdichte fokussiert 
und diese Strahlungszone abtastend uber die Wa- 
feroberflache bewegt. Dies kann durch Bewegung, 
insbesondere Schwenken, der Strahlungsquelle oder 
durch Verschiebung einer Unteriage des Wafers ge- 
schehen. Entsprechende Bewegungsmechanismen 
sind an sich bekannt und bedurfen hier keiner genau- 
eren Beschreibung. 

[0020] Insbesondere fur thermische Behandlungen 
von Fotolackschichten im Sinne eines Trocknens 
bzw. Vorbackens (Soft Bake) ist der zusatzliche Ein- 
satz eines Trocknungs-Gasstromes zur schnellen 
Abfuhrung des Losungsmitteldampfes uber der er- 
warmten Fotolackschicht zweckmaRig. Als solcher 
kann im einfachsten Falle ein Luftstrom eingesetzt 
werden. Der Gasstrom ist bevorzugt annahernd par- 
allel zur Wafer- und Fotolackoberfiache ausgerichtet, 
und die vertikale Erstreckung und Geschwindigkeit 
des Gasstromes wird auf die konkreten physikali- 
schen Parameter des Fotolacks und die Bestrah- 
lungsparameter eingestellt. Druckgas-Erzeugungs- 
einrichtungen zur Erzeugung des Gasstromes sind 
an sich bekannt und werden daher hier nicht naher 
beschrieben. 

[0021] Bei der thermischen Behandlung eines 
UV-Resists vor dessen Belichtung ist durch geeigne- 
te Mittel der UV-Strahlungsanteil im wesentlichen 
vollstandig auszufiltem. In einer zweckmaGigen Aus- 
fuhrung der vorgeschlagenen Anordnung geschieht 
dies durch zwischen der eigentlichen Strahlungs- 
quelle und der Fotolackoberflache angeordnete 
UV-Filtermittel, insbesondere eine mit einem UV-Ab- 
sorber beschichtete und/oder gefullte Glasplatte bzw. 
Glasplattenanordnung. Fur Elektronen- oder Ront- 
genstrahlresiste, zu deren Trocknung die vorgeschla- 
gene Losung ebenfalls anwendbar ist, ist die Ausfilte- 



3/5 



DE 100 35 430 B4 2005.06.16 



rung von UV-Strahlungskomponenten aber nicht er- 
forderlich. 

[0022] Andererseits ist fur bestimmte Anwendungen 
des sogenannten Hartbackens zur Verfestigung der 
nach der Belichtung und Entwicklung gebildeten 
Lackstruktur eine Erhohung des Anteils der (insbe- 
sondere kiirzerwelligen) UV-Strahlung vorteilhaft. 
Dies geschieht in einer ersten Variante durch (relati- 
ve) Verringerung des Anteils der aulierhalb des 
UV-Bereiches liegenden spektralen Komponenten 
durch Abschwachung mittels geeigneter Filter fur 
sichtbares Licht und nahes Infrarot und in einer ande- 
ren Variante durch den zusatzlichen - insbesondere 
zeitgleichen - Einsatz eines UV-Strahlers. 

[0023] UV-Strahler zur Bestrahlung von Halbleiter- 
wafern sind als solche bekannt und werden daher 
hier nicht genauer beschrieben. Es handelt sich ins- 
besondere urn Quarzlampen oder die (aufgeweitete) 
Strahlung eines im UV-Bereich immitierenden Lasers 
(beispielsweise eines Excimerlasers). Durch die 
Kombination einer NIR-Strahlungsquelle und einer 
UV-Strahlungsquelle kann - gegebenenfalls unter 
zusatzlicher Nutzung von Filtern - ein zur schnellen 
kombinierten thermischen und UV-Hartung eines Fo- 
tolackes optimales Wellenlangen-ZTemperaturregime 
eingestellt werden. 

[0024] Im Hinblick auf die mit der vorgeschlagenen 
Losung realisierbaren sehr kurzen Behandlungszei- 
ten ist der Einsatz einer speziellen Bestrahlungssteu- 
ereinrichtung vorgegeben, die zwischen die eigentli- 
che Strahlungsquelle und die Fotolackschicht auf 
dem Halbleiterwafer geschaltet wird und die 'Einwir- 
kung der NIR-Strahlung (und eventuell zusatzlicher 
UV-Strahlung) mit exakt voreinstellbaren und repro- 
duzierbaren Bestrahlungsparametern (insbesondere 
Bestrahlungsspektrum und Leistungsdichte) gewahr- 
leistet. Eine solche Bestrahlungssteuereinrichtung 
urnfalM insbesondere eine VerschluReinrichtung, die 
den oder die Halbleiterwafer gegenuber der - vorher 
auf konstante Betriebsparameter gebrachten - Strah- 
lungsquelle fur eine exakt voreingestellte Zeit freigibt. 

[0025] Eine fur den jeweiligen Anwendungsfall opti- 
mierte Verfahrensfuhrung ist mit einer Anordnung re- 
alisierbar, die eine oder mehrere MeGeinrichtung(en) 
zur Erfassung prozefcrelevanter physikalischer Gro- 
fcen der Fotolackschicht und ggfs. auch des Substra- 
tes aufweist. Hierzu zahlen Temperaturfuhler, Feuch- 
temeReinrichtungen und optische Sensoren zur Er- 
fassung des Reflexionsvermogens oder des Bre- 
chungsindex oder anderer optischer Parameter, die 
Aufschlufc uber den Trocknungs- bzw. Vernetzungs- 
zustand der Fotolackschicht geben. In Abhangigkeit 
von den erfaBten Meliwerten bzw. einem Ergebnis 
der Auswertung dieser Mefcwerte konnen die im wei- 
teren Prozefiverlauf einzustellenden Bestrahlungs- 
parameter, insbesondere die Leistungsdichte and 



ggfs. auch die spektrale Zusammensetzung der 
Strahlung, optimiert werden. 

[0026] Hierzu wird zweckmaftigerweise eine Be- 
strahlungssteuereinrichtung eingesetzt, die uber 
Steuereingange mit dem MeRfuhler oder den MeR- 
fuhlern bzw. einer nachgeschalteten Auswertungs- 
einrichtung verbunden ist. Diese Steuereinrichtung 
kann auch als Regeleinrichtung ausgefuhrt sein, die 
eine Verfahrensfuhrung im geschlossenen Regel- 
kreis (Closed-Loop-Control) realisiert. 

[0027] Hierbei konnen auch selbstregelnde Effekte 
berucksichtigt und ausgenutzt werden, wie etwa die 
Veranderung der optischen und thermischen Eigen- 
schaften der Fotolackschicht mit abnehmendem 
Feuchtegehalt (bei der Trocknung) bzw. zunehmen- 
den Vernetzungsgrad (beim Hartbacken). 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur thermischen Behandlung zum 
Trocknen oder Hartbacken einer Fotolackschicht auf 
einem Schaltungssubstrat, insbesondere Halbleiter- 
wafer, umfassend eine Bestrahlung mit elektromag- 
netischer Strahlung, die einen Wirkanteil im Bereich 
des nahen Infrarot, das heifct im Wellenlangenbe- 
reich zwischen 0,8 pm und 1,5 pm, hat, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass vor und/oder wahrend der Be- 
strahlung mindestens eine physikalische Grofie der 
Fotolackschichtn namlich deren Temperatur 
und/oder Feuchtegehalt und/oder Reflexionsvermo- 
gen: und/oder Brechungsindex, gemessen und das 
Mefcergebnis zur Steuerung der Bestrahlung ausge- 
wertet und genutzt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als elektromagnetische Strahlung die 
Strahlung einer mit erhohter Betriebstemperatur be- 
triebenen Halogenlampe eingesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Strah- 
lung auf der Fotolackschicht eine Leistungsdichte 
von 150 kw/m 2 oder mehr aufweist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch eine ganzfiachige 
Bestrahlung des Schaltungssubstrats mit konstanter 
Strahlungsdichte wahrend einer Zeit von weniger als 
15 s. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch eine Bestrahlung mit auf eine 
rechteckige Strahlungszone, deren Breite wesentlich 
kleiner ails die entsprechende Abmessung des Schal- 
tungssubstrats ist, fokussierter Strahlung, wobei die 
Strahlungszone abtastend uber das Schaltungssubs- 
trat gefuhrt wird. 

« 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Vor- 
backen einer UV-sensitiven Fotolackschicht zu deren 
Trocknung vor einer Belichtung UV-Anteile der elek- 
tromagnetischen Strahlung vollstandig ausgefiltert 
werden. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Vor- 
backen der Fotolackschicht zu deren Trocknung vor 
einer Belichtung uber die Fotolackschicht ein Trock- 
nungsgasstrom gefuhrt wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Hart- 
backen der Fotolackschicht zu deren Verfestigung 
nach einer Belichtung elektromagnetische Strahlung 
mit einem erhohten UV-Anteil eingesetzt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine relative Erhohung des UV-Anteils 
durch Abschwachung der ubrigen spektralen Anteile 
der Strahlung einer Halogenlampe bewirkt wird. 

-. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass zusatzlich zu einem 
NIR-Strahler und gleichzeitig mit diesem ein 
UV-Strahler eingesetzt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch eine Verfahrens- 
fuhrung mit einem geschlossenen Regelkreis. 

12. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Anspruche, umfas- 
send eine uber der Oberflache des Halbleiterwafers 
angeordnete und auf diese ausgerichtete Strahlungs- 
quelle fur elektromagnetische Strahlung, die einen 
Wirkanteil im Bereich des nahen Infrarot, das heifct im 
Welleniangenbereich zwischen 0,8 pm und 1,5 pm, 
hat, gekennzeichnet durch mindestens eine Meliein- 
richtung zur Erfassung mindestens einer physikali- 
schen Gro&e der Fotolackschicht, namlich deren 
Temperatur und/oder Feuchtegehalt und/oder Refle- 
xionsvermogen und/oder Brechungsindex, und eine 
Bestrahlungssteuereinrichtung zur Realisierung der 
kurzzeitigen Einwirkung der elektromagnetischen 
Strahlung auf die Fotolackschicht mit vorgegeben 
Bestrahlungsparametern im Ansprechen auf das 
Messergebnis. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Strahlungsquelle eine mit er- 
hfihter Betriebstemperatur betriebene Halogenlampe 
aufweist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 Oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle ei- 
nen parabolischen Reflektor zur Erzeugung einer 
den gesamten Halbieiterwafer erfassenden Strah- 



lungszone mit konstanter Strahlungsdichte aufweist. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle ei- 
nen den Querschnitt eines Ellipsenabschnittes auf- 
weisenden Reflektor zur Erzeugung einer rechtecki- 
gen Strahlungszone mit einer Breite hat, die kleiner 
als der Durchmesser des Halbleiterwafers ist, und 
eine Bewegungseinrichtung zur abtastenden Bewe- 
gung der Strahlungsquelle uber den Halbieiterwafer 
vorgesehen ist. 

16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 bis 

15, gekennzeichnet durch eine Gasstromerzeu- 
gungseinrichtung zur Erzeugung eines Trockengas- 
stromes. 

17. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 bis 

16, gekennzeichnet durch ein zwischen der Strah- 
lungsquelle und der Oberflache des Halbleiterwafers 
angeordnetes UV-Filter zur vollstSndigen Ausfilte- 
rung von UV-Anteilen der elektromagnetischen 
Strahlung. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das UV-Filter eine mit einem 
UV-Absorber gefullte oder beschichtete Glasplatte 
aufweist. 

1 9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 2 bis 
18, gekennzeichnet durch ein Filter zur Abschwa- 
chung von au&erhalb des UV-Bereiches liegenden 
Anteilen der elektromagnetischen Strahlung der 
Strahlungsquelle. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 bis 
16 oder 19, gekennzeichnet durch einen zusatzli- 
chen, auf die Oberflache des Halbleiterwafers ausge- 
richteten UV-Strahlen. 

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 bis 

20, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlungs- 
steuereinrichtung mindestens einen Steuereingang 
aufweist, uber den sie mindestens mittelbar mit einer 
Mefteinrichtung verbunden ist und ein Mefcsignal 
oder Auswertungsergebnis empfangt derart, dad auf- 
grund des MeBsignals oder Auswertungsergebnis- 
ses eine Einstellung der Bestrahlungsparameter er- 
folgt. 

22. Vorrichtung nach einem der Anspruche 12 bis 

21, gekennzeichnet durch eine Regeleinrichtung zur 
DurchfOhrung der Bestrahlung in einem geschlosse- 
nen Regelkreis. 

Es folgt kein Blatt Zeichnungen 
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